Gl11C

Gl REGISTRO DE LA INFORMACION

G1cC MEMORIAS ESTATICAS (registro de la informacién basado en un movimiento relativo entre el soporte de registro y el
transductor G11B; dispositivos semiconductores para memorias HOLL, p. €. HO1L 27/108 Hasta HO1L 27/115; técnica del impulso
en general HO3K, p. g. conmutadores electrénicos HO3K 17/00)

(0] La presente subclase cubre los dispositivos o disposiciones para el almacenamiento de informaciones digitales o anal dgicas:
(i) enlos que no hay movimiento relativo entre un elemento de almacenamiento de informacién y un transductor;
(ii) que tienen un dispositivo selector parala escritura de informaciones en lamemoria digital o su lecturaa partir de ésta.

2 La presente subclase no cubre los elementos no adaptados para el almacenamiento o no provistos de tales medios, que estan
cubiertos por la subclase apropiada, p. €. HO1, HO3K.

3 En esta subclase, |os siguientes términos se utilizan con el significado indicado: [8]

“elemento de almacenamiento” es un elemento que puede almacenar a menos una unidad de informacién y est4 provisto de
medios paralaescritura o lectura de esta informacién; [8]

“memoria’ es un dispositivo, que incluye elementos al macenamiento, que pueden almacenar informacién a ser extraida cuando
se desee. [§]

Esquema general

ESCRITURA O LECTURA DE MEMORIAS DE SOLO LECTURA
INFORMACION........oommrirrmniirinesiessssessssssssssssssssesssssassssssssssnsses 7/00 PROGRAMABLESY BORRABLES..........cccoooiiiiiice 16/00
SELECCION DE DIRECCION ..o 8/00 MEMORIASDIGITALES

CARACTERIZADASPOR EL
DESPLAZAMIENTO DE LA

MEMORIASDIGITALES
CARACTERIZADAS POR LA

NATURALEZA DE LOS ELEMENTOS INFORMACION
Tipos el éctricos 0 magnéticos; sus Desplazamiento; circulacion............c..veeunne 19/00; 21/00
AEtall €S ... 11/00; 5/00 MEMORIAS CARACTERIZADAS POR LA
TIPOS MECANICOS ....eoooreeeeeeee e 23/00 FUNCION
THPOS FIUIAOS ..vvvvvvvvevevvevevevevessssssssnssesssssssssssssssssnsnenns 25/00 AToci ativa; analégica; de lectura 1500 27100
. SOlAMENEE. ... X ;
eu ORlA(zgf Ct;llE)cm: ES ......................................................... 13/00 17/00
CARACTERIZADAS POR DISPOSITIVOS VERIFICACION DE MEMORIAS........ccooiericeneceeenienes 29/00
DE SALVAGUARDIA (BACK-UP) ....ccosmrrrereereesseereesseseeesnn 14/00 MATERIA NO PREVISTA EN OTROS
GRUPOS DE ESTA SUBCLASE. ... 99/00
5/00 Detallesde memoriascubiertos por € grupo 7/04 con medios para evitar perturbaciones debidas a
G11C 11/00 efectos térmicos

5/02 . Disposicién de elementos de amacenamiento, p. . 7/06 Amplificadores paralectura; Circuitos asociados
bajo laforma de una matriz (amplificadores en si HO3F, HO3K) [1,7]

5/04 . . Soportes paraelementos de almacenamiento; 7/08 Control delos mismos[7]

Montgje o fijacion de elementos sobre tales 7/10 Disposiciones de interfaz para entrada/salida (E/S) de
soportes datos, p.g. circuitos de control de entrada/salida

5/05 . . . Soportesde nucleosen unamatriz[2] (E/S) de datos, memorias intermedias de

5/06 . Disposiciones parainterconectar €léctricamente entrada/salida (E/S) de datos (circuitos de conversion
elementos de almacenamiento, p. . por cableado denivel en general HO3K 19/0175) [7]

5/08 . . parainterconectar elementos magnéticos, p. . 7/12 Circuitos de control de lineas de bits, p.¢j. circuitos

nucleos toroidales de excitacién, de potencia, de arrastre hacia arriba

5/10 . . parainterconectar capacidades (pull-up), de empuje hacia abajo (pull-down),

5/12 . Aparatos o procedimientos parainterconectar o reurtos d? precarga, circuitos de igualacion, para
elementos de amacenamiento, p. €. paraenhebrar ||nea.s,de bits [7] o .
niicleos magnéticos 7/14 Gestion de celdasficticias; Generadores de tension de

5/14 . Disposiciones paralaalimentacion (circuitos referencia para lectura [7]

7/16 . Almacenamiento de sefial es anal 6gicas en memorias
digitales utilizando una disposicién que comprende
convertidores anal 6gico/digitales (A/D), memorias
digitalesy convertidores digitales/anal 6gicos

auxiliares para memorias que utilizan dispositivos
semiconductores,G11C 11/4063, G11C 11/413,
G11C 11/4193; en general GO5F, H02J, HO2M) [5,7]

7/00 Disposiciones para escribir una informacion o para (DIA) [7]
leer unainformacién en una memoria digital 7/18 Organizacion de lineas de bits; Disposicion de lineas
(G11C 5/00 tiene prioridad; circuitos auxiliares para de bits[7]
memorias que utilizan dispositivos semiconductores 7/20 Circuitos de inicializacion de celdas de memoria,

G11C 11/4063, G11C 11/413, G11C 11/4193) [2,5]
7/02 . conmedios paraevitar las sefiales parésitas
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p.g. a activar o desactivar, borrado de memoria,
memoria de imagen latente [7]
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Circuitos de sincronizacion o de reloj paralalectura-
escritura (R-W); Generadores 0 gestion de sefiales de
control paralalectura-escritura (R-W) [7]

Circuitos de proteccion o de seguridad para celdas de
memoria, p. €. disposiciones paraimpedir lalectura
o laescriturainvoluntaria; Celdas de estado; Celdas
de prueba[7]

Disposiciones para seleccionar una direccién en una

memoria digital (circuitos auxiliares para memorias

que utilizan dispositivos semiconductores

G11C 11/4063, G11C 11/413, G11C 11/4193) [2,5]
utilizando una matriz de seleccion [2]
gue utilizan un dispositivo de direccionamiento
secuencial, p. . registro de desplazamiento,
contador (utilizando registros de tipo primero en
entrar primero en salir (FIFO) paramodificar la
velocidad de flujo de datos digitales GO6F 5/06;
utilizando registros de tipo Ultimo en entrar primero
en salir (LIFO) parael tratamiento de datos digitales
actuando sobre su orden GO6F 7/00) [5]
Disposiciones de interfaz de direcciones, p.g.
memorias intermedias de direcciones (circuitos de
conversion de nivel en general HO3K 19/0175) [7]
Circuitos de control de lineas de palabras, p.g.
circuitos de excitacion, de potencia, de arrastre hacia
arriba (pull-up), de empuje hacia abajo (pull-down),
circuitos de precarga, circuitos de igualacion, para
lineas de palabras [7]
Descodificadores 7]
Circuitos de seleccion de grupo, p.g. parala
seleccidn de un bloque de memoria, la seleccién de
un circuito integrado, la seleccion de unared de
celdas[7]
Organizacion de lineas de palabras; Disposicion de
lineas de palabras [7]
Red de memoria de acceso miltiple, p.g.
direccionamiento de un elemento de almacenamiento
mediante al menos dos grupos de lineas de
direccionamiento independientes [7]
Circuitos de sincronizacion o de reloj; Generacion o
gestion de sefiales de control de direccion, p.gj. para
las sefiales de seleccidn de direccion de linea (RAS) o
de seleccidn de direccidn de columna (CAS) [7]
Circuitos de seguridad o de proteccién de direccién,
es decir, disposiciones paraimpedir un acceso no
autorizado o accidental [7]

Memorias digitales caracterizadas por la utilizacion
de elementos de almacenamiento eléctricos o
magnéticos particulares; Elementos de
almacenamiento correspondientes (G11C 14/00 Hasta
G11C 21/00 tienen prioridad) [5]

El grupo G11C 11/56 tiene prioridad sobre los grupos
G11C 11/02 Hasta G11C 11/54. [2]

gue utilizan elementos magnéticos
gue utilizan elementos de almacenamiento de
formacilindrica, p. €. barra, hilo (G11C 11/12,
G11C 11/14 tienen prioridad) [2]
gue utilizan elementos de almacenamiento de
simple abertura, p. €. nlcleo anular; que utilizan
placas de varias aberturas en las que cada abertura
constituye un elemento de almacenamiento
gue utilizan elementos de una sola abertura o de
bucle magnético Unico, arazén de un elemento
por hit, y paralalectura destructiva[2]

11/063 organizados por hit, p. €j. organizacion
2L/2D, 3D, es decir, paralaseleccién de un
elemento por medio de a menos dos
corrientes parciales coincidentes, tanto para
lalecturacomo laescritura[2]
organizados por palabras, p. €. organizacion
2D o seleccion lineal, es decir, parala
seleccion de todos | os elementos de una
palabra por medio de una corriente completa
paralalectura[2]

que utilizan elemento de una sola abertura o de

bucle magnético Unico, arazén de un elemento

por bit, y paralalecturano destructiva[2]

11/08 . . queutilizan elementos de a macenamiento de

aberturas mltiples, p. §. que utilizan un
transfluxor; que utilizan placas que tienen varios
elementos de almacenamiento individuales de
aberturas multiples (G11C 11/10 tiene prioridad;
que utilizan placas de aberturas multiples en las
que cada aberturaindividual forma un elemento de
amacenamiento G11C 11/06) [2]

11/065

11/067

11/10 . . queutilizan elementos de a macenamiento multi-
axiales
11/12 . . queutilizan tensores; que utilizan tuistors, es

decir, elementos en los que un gje de
magnetizacion es retorcido
11/14 . . queutilizan elementos de peliculas finas

11/15 . . . queutilizan capas magnéticas multiples
(G11C 11/155 tiene prioridad) [2]

11/155 con una configuracién cilindrica[2]

11/16 . . queutilizan elementos en los que el efecto de
a macenamiento esta basado en el efecto de spin
magnético

11/18 . que utilizan dispositivos de efecto Hall

11/19 . queutilizan dispositivos reactivos no lineales en los

circuitos resonantes [ 2]

11/20 . . queutilizan parametrones[2]

11/21 . que utilizan elementos eléctricos[2]

11/22 . . queutilizan elementos ferroel éctricos [2]

11/23 . . queutilizan almacenamiento electrostético sobre

una capa comun, p. g. tubos de Forester-Haeff
(G11C 11/22 tiene prioridad) [2]

11/24 . . queutilizan condensadores (G11C 11/22 tiene
prioridad; utilizando una combinacion de
dispositivos a semiconductores y de
condensadores G11C 11/34, p. €.

G11C 11/40) [2,5]

11/26 . . queutilizan tubosde descarga[2]

11/28 . . . queutilizan tubos de atmdsfera gaseosa[2]

11/30 . . . queuutilizantubos de vacio (G11C 11/23 tiene
prioridad) [2]

11/34 . . queutilizan dispositivos de semiconductores[2]

11/35 . . . conamacenamiento de cargas en unaregion de

empobrecimiento, p.gj. dispositivos acoplados
por carga (CCD) [7]

11/36 . . . quedtilizandiodos, p. €. utilizados como
elementos de entrada [2]

11/38 . . . . queutilizan diodostanel [2]

11/39 . . . utilizando tiristores[5]

11/40 . . . quedtilizan transistores|[2]

11/401 formando celdas que necesiten un refresco o

unaregeneracion de la carga, es decir celdas
dindmicas [5]
con regeneracion de la cargaindividual de
cada celda de memoria, es decir refresco
interno [5]

11/402
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11/403 . . . . . conregeneracion delacargacomuna 11/4099 . . . . . . . . Procesamiento deceldas
varias celdas de memoria, es decir ficticias, Generadores de tensién
refresco externo [5] dereferencia[7]

11/404 . . . . . . conunapuertade transferenciade 11/41 . . . . formando celdas con realimentacion
carga, p. §. un transistor MOS, por positiva, es decir, celdas que no necesitan
celda[5] refresco o regeneracién delacarga, p. §.

11/405 . . . . . . contrespuertasdetransferenciade multivibrador biestable, disparador de
carga, p. §. transistores MOS, por Schmitt [5]
celda[5] 11/411 . . . . . utilizando Unicamente transistores

11/406 . . . . . Organizacion o control delosciclosde de bipolares[5]
refresco o de regeneracion de lacarga[5] 11/412 . . . . . utilizando Unicamente transistores de

11/4063 . . . . . Circuitosauxiliares, p. §. parael efecto de campo [9]
direccionamiento, la descodificacion, € 11/413 . . . . . Circuitosauxiliares, p. €. parael
accionamiento, laescritura, lalecturaola direccionamiento, la decodificacion, el
sincronizacion [7] control, laescritura, lalectura, la

11/4067 . . . . . . paralasceldasde memoriadetipo sincronizacion o lareduccion del
bipolar [7] consumo [5]

11/407 . . . . . . paraceldasdememoriade tipo efecto 11/414 . . . . . . paraceldasdememoriadetipo
de campo [5] bipolar [5]

11/4072 . . . . . . . Circlitosparalainiciaizacion, para 11/415 . . . . . . . Circuitosdedireccionamiento [5]

lapuestaen o fuera de tension, para 11/416 . . . . . . . Circuitosde lectura-escritura (R-

el borrado de lamemoriao parael W) [5]

pregjuste [7] 11/417 . . . . . . paaceldasdememoriadel tipode
11/4074 . . . . . . . Circuitosdeaimentacién o de efecto de campo [5]

generacion detension, p.gj. 11/418 . . . . . . . Circuitosde direccionamiento [5]

gener ado_rgs detension de 11/419 . . . . . . . Circuitosde lectura-escritura (R-

polarizacion, generadoresde W) [5]

tension de substrato, alimentacion 11/4193 . Circuitos auxiliares especificos para tipos

de seguridad, circuitos de control de

- - arti culares de dispositivos semiconductores de
adimentacion [7] b »

amacenamiento, p.gj. parael direccionamiento,

11/4076 . . . . . . . Circuitosdesincronizacion (parala el accionamiento, lalectura, la sincronizacion,
gestion de laregeneracion laalimentacién, la propagacion de sefial
G11C 11/406) [7] (G11C 11/4063, G11C 11/413 tienen
11/4078 . . . . . . . Circuitosdeseguridad ode prioridad) [7]
proteccion, p. . paraimpedir la 11/4195 . . . . Circuitosde direccionamiento[7]
lectura o la escritura inadvertidas o 11/4197 . Circuitos de lectura-escritura (R-W) [7]

no autorizadas; Celdas de estado;
Celdas de prueba (proteccién de los
contenidos de la memoria durante la
comprobacion o

11/42 . . utilizando dispositivos optoel ectronicos, es decir,
dispositivos emisores de luz y dispositivos
fotoel éctricos acoplados el éctricamente u

ensayoG11C 29/52) [7] : opticar | _'e”teel . _
11/408 . . . . . . . Circuitosdedireccionamiento [5] L S que utilizan elementos Supraconductores, p. €.
L . criotrones[2]
11/409 . . . . . . . Circuitosde lectura-escritura (R- . -
W) [5] 11/46 . que ut! | | zan elementos termopl astlf;os
11/4001 . . . . . . . . Amplificadoresdelecturao de 11/48 . que utilizan elementos de acoplamiento desplazable,

p. €. nicleos ferromagnéticos, para producir un
cambio entre diferentes estados de induccion mutua o
de autoinduccion

lecturalrefresco, o circuitos de
lectura asociados, p. g. parala
precarga, la compensacion o el

aislamiento de las lineas de bits 11/50 . queutilizan e accionamiento de contactos eléctricos

acoplados[7] paraal macenar lainformacion (memori as mecanicas
11/4093 . . . . . . . . Disposicionesdeinterfaz de Gllp 23/00; Interruptores gue permiten un namero

entrada/salida (E/S) de datos, elegido de accionamientos consecutivos de contactos

a continuacion de un solo accionamiento manual del

p.gj. memorias intermedias de 6rgano motor HOLH 41/00)

datos (circuitos de conversién de

nivel en general 11/52 . . queuutilizan relés electromagnéticos

HO3K 19/0175) [7] 11/54 . queutilizan elementos simuladores de células
11/4094 . . . . . . . . Circuitosde control o de gestion biolgicas, p. €. neurona

de lineas de bits[7] 11/56 . utilizando elementos de almacenamiento que tienen
11/4096 . . . . . . . . Circuitosde control o de gestion més de dos estados estables representados por

de entrada/salida (E/S) de datos, escal ones, p. §. dg tensidn, de,corrlente, defase, de

p.gj.circuitos paralalecturao la frecqenma (disposici ones de computo con elementos

escritura, circuitos de activacion multiestables de este tipo HO3K 25/00,

de entrada/salida, conmutadores HO3K 29/00) [2]

delineas de bits[7]
11/4097 . . . . . . . . Organizacion delineas de hits,

p.gj. configuracion de lineas de
bits, lineas de bits dobladas [7]
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Memorias digitales caracterizadas por la utilizacion
de elementos de almacenamiento no cubiertos por los
grupos G11C 11/00, G11C 23/00, 6 G11C 25/00
gue utilizan elementos cuyo funcionamiento depende
de un cambio quimico (que utilizan una carga
electroquimica G11C 11/00)
que utilizan elementos épticos
que utilizan elementos magneto-6pticos
(elementos magneto-opticos en general GO2F) [2]

Memorias digitales caracterizadas por disposiciones
de celdas con propiedades de memoria volatil y no
volétil para salvaguardar la informacién en caso de
fallo de la alimentacion [5]

Memoriasdigitales en las que la informacién, que
tiene una o mas partes caracteristicas, esescritaen la
memoria o esleida por medio de la basgueda de una
ovariasde estas partes caracter isticas, es decir,
memorias asociativas 0 memorias direccionable por
su contenido (en las que lainformacion es dirigidaa un
lugar especifico G11C 11/00) [2]

gue utilizan elementos magnéticos [2]

que utilizan elementos semiconductores[2]

que utilizan elementos criogénicos [2]

Memorias de solo lectura programablesy borrables
(G11C 14/00 tiene prioridad) [5]
programables eléctricamente [5]
utilizando transistores de umbral variable, p. g.
FAMOS[5]
Circuitos auxiliares, p. €. paraescrituraen la
memoria (en general G11C 7/00) [5]
Circuitos de direccionamiento;
Descodificadores; Circuitos de control de lineas
de palabras[7]
Circuitos de programacién o de entrada de
datos[7]
Circuitos de conmutacion de latension de
programacion [7]
Circuitos para borrar eléctricamente, p.gj.
circuitos de conmutacion de latension de
borrado [7]
paraborrar bloques, p. €. filas, palabras,
grupos[7]
Circuitos para borrar épticamente [7]
Inicializacién; Preseleccidn de datos;
Identificacion de “chip” [7]
Circuitos de seguridad o de proteccion para
impedir el acceso no autorizado o accidental a
|as celdas de memoria[7]
Circuitos de control de lineas de bits[7]
Circuitos de deteccion o de lectura; Circuitos de
salida de datos [7]
gue utilizan celdas de deteccion diferencial o
celdas dereferencia, p.gj. celdasficticias[7]
Circuitos de alimentacion [7]
Circuitos de sincronizacion [7]
Determinacién del estado de programacion,
p.g. tension umbral, sobreprogramacion o
subprogramacion, retencion [7]

17/00

17/02

17/04

17/06

17/08

17/10

17/12
17/14

17/16
17/18

19/00

19/02

19/04

19/06

19/08

19/10

19/12

19/14

19/18

19/20

19/28

19/30

19/32
19/34

19/36
19/38

Memorias de solo lectura programables una sola vez;
Memorias semiper manentes, p. g . tarjetasde
informacion que pueden ser reemplazadas a mano
(memorias de sdlo lectura programables y borrables
G11C 16/00; codificacion, decodificacion o conversion
de codigo, en general HO3M) [2,5]
utilizando el ementos magnéticos o inductivos
(G11C 17/14 tiene prioridad) [2,5]
utilizando elementos capacitivos (G11C 17/06,
G11C 17/14 tienen prioridad) [2,5]
utilizando elementos que contengan diodos
(G11C 17/14 tiene prioridad) [2,5]
utilizando dispositivos de semiconductores, p. €.
elementos bipolares (G11C 17/06, G11C 17/14 tienen
prioridad) [5]
en las cuales el contenido est4 determinado desde
la fabricacion por unadisposicién predeterminada
de los elementos de acoplamiento, p. €. memorias
ROM programables por méscara[5]
utilizando dispositivos de efecto de campo [5]
en las cuales el contenido esta determinado
estableciendo, rompiendo o modificando
selectivamente las uniones de conexion por una
modificacion definitiva del estado de los elementos
de acoplamiento, p. €. memorias PROM [5]
utilizando uniones fusibles eléctricamente [5]
Circuitos auxiliares, p. €. paralaescrituraen la
memoria (en general G11C 7/00) [5]

Memorias digitales en las que la informacion es
movida por escalones, p. €. registrosde
desplazamiento (cadenas contadoras HO3K 23/00)
que utilizan elementos magnéticos (G11C 19/14 tiene
prioridad) [2]
. que utilizan nicleos con una abertura o un bucle
magnético [2]
que utilizan estructuras con una pluraidad de
aberturas o de bucles magnéticos, p. §.
transfluxores [2]
que utilizan capas finas en una estructura plana[2]
que utilizan capas finas sobre barras; con
tuistores[2]
que utilizan dispositivos reactivos no lineales en
circuitos resonantes [2]
que utilizan elementos magnéticos combinados con
elementos activos, p. . tubos de descarga, elementos
semiconductores (G11C 19/34 tiene prioridad) [2,7]
que utilizan capacidades como elementos principal es
delasetapas [2]
que utilizan tubos de descarga (G11C 19/14 tiene
prioridad) [2]
que utilizan elementos semiconductores
(G11C 19/14, G11C 19/36 tienen prioridad) [2,7]
que utilizan elementos optoel ectronicos, es decir,
dispositivos emisores de luz y dispositivos
fotoel éctricos acoplados el éctrica u dpticamente [2]
que utilizan elementos supraconductores [2]
que utilizan elementos de almacenamiento con més
de dos estados estables representados por escalones,
p.g. detension, de corriente, de fase, de
frecuencia[7]
que utilizan elementos semiconductores [ 7]
bidimensional, p.g. registros de desplazamiento
vertical y horizontal [7]
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Memoriasdigitales en las que la informacion circula
(por escalones G11C 19/00)
que utilizan lineas de retardo el ectromecanicas, p. §.
que utilizan un recipiente de mercurio

Memorias digitales car acterizadas por €l movimiento
de piezas mecanicas para efectuar €l
almacenamiento, p. €. utilizando bolas de cojinetes,
Elementos de almacenamiento correspondientes
(almacenamiento por accionamiento de contactos

G11C 11/48)

Memorias digitales car acterizadas por la utilizacién
de medios fluidos, Elementos de almacenamiento
correspondientes

Memorias analdgicas eléctricas, p. €. para
almacenar valoresinstantaneos
Medios de muestreo y de memorizacion (G11C 27/04
tiene prioridad; muestreo de sefial es eléctricas en
general HO3K) [2,4]
Registros de desplazamiento (dispositivos de
acoplamiento de carga en si HO1L 29/76) [4]

Verificacion del funcionamiento correcto de

memor ias; Ensayo de memorias durante su

funcionamiento fuera delinea (offline”)o en espera

(“standby”) [1,8]

. Deteccién o localizacion de circuitos auxiliares
defectuosos, p. g. contadores de refresco
defectuosos [8]

Deteccion o localizacion de elementos de memoria
defectuosos [8]
Ensayo de aceleracion [8]
Ensayo funcional, p. g. ensayo realizado durante
¢l refresco, autoensayo en el encendido (POST) o
ensayo distribuido [8]
Algoritmos de ensayo, p. g. algoritmos de
barrido de memorias (M Scan); Patrones de
ensayo, p. g. patrones en tablero de damas|[8]
Disposicionesintegradas (“built in”) para el
ensayo, p. §. autoensayo integrado (BIST) [8]
Implementacién de lalégica de control, p.g.
decodificadores de modo de ensayo [8]
utilizando unidades microprogramadas, p.
€. méquinas de estado [8]
Dispositivos de generacidn de direcciones;
Dispositivos para el acceso amemorias, p.
. detalles de circuitos de
direccionamiento [8]
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29/22
29/24

29/26

29/28

29/30
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29/34
29/36
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29/40
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29/44

29/46
29/48

29/50

29/52

29/54

29/56
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que utilizan contadores o registros de
desplazamiento de realimentacion lineal
(LFSR) [8]
Con acceso a memorias en serie [8]
Con acceso a células suplementarias, p.
g. células de direcciones falsas o células
redundantes [8]
Con acceso a unamultiplicidad de
blogues (“arrays’) (G11C 29/24 tiene
prioridad) [8]
Multiplicidad de bloques dependientes,
p. g bloques multi-bit [8]
Con acceso a un solo bloque [8]
Acceso en serie; Ensayo por barrido
(“scan”) [8]
Con acceso a unamultiplicidad de bits
simultaneamente [8]

Dispositivos de generacion de datos, p.gj

inversores de datos [8]

Dispositivos de verificacion de respuesta [8]

que utilizan técnicas de compresion [8]
que utilizan cédigos de correccién de
errores (ECC) o comprobacion de
paridad [8]

Indicacion o identificacion de errores, p. €.

paralareparacion [8]

Légicadeiniciacion de ensayo [8]
Disposiciones de las memorias estéticas
especialmente adaptadas para el ensayo por
medios externos alamemoria, p. §. utilizando
acceso directo amemoria (DMA) o utilizando
rutas de acceso auxiliares (equipamiento de
ensayo externo G11C 29/56) [8]

Ensayos marginales p. €. ensayo de corriente,
voltaje o velocidad [8]
Proteccion de los contenidos de lamemorig;
Deteccion de errores en los contenidos de la
memoria[8]
Disposiciones para el disefio de circuitos de ensayo,
p. € herramientas disefiadas para ensayo [8]
Equipamiento de ensayo externo paramemorias
estéticas, p. . equipamiento de ensayo automatico;
Susinterfases 8]

Materia no prevista en otros grupos de esta
subclase [8]



